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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＳＯＩ基板の表面処理方法であって、少なくとも、
イオン注入層を形成したシリコンウェーハをドナーウェーハとし、その後前記ドナーウェ
ーハとハンドルウェーハの少なくとも一方の貼り合わせ面にプラズマ活性化処理を行って
から貼り合わせ、しかる後に、３５０℃以下の熱処理で結合強度を増したものとし、その
後、機械的衝撃を前記イオン注入層に加えて前記イオン注入層で剥離することにより前記
ＳＯＩ基板を準備する工程と、
前記ＳＯＩ基板の表面をプラズマを用いたＰＡＣＥ法、又は、ガスクラスターイオンビー
ムを用いたＧＣＩＢ法によって処理する工程と、
前記処理を施したＳＯＩ基板を、アルゴン雰囲気中、又は、水素を４体積％以下含む不活
性ガス雰囲気中で熱処理してアニールする工程とを有し、
前記アニール工程において、前記基板の表面の粗さをＲＭＳで０．３ｎｍ（１０μｍ×１
０μｍ範囲）以下となるようにし、
前記ＳＯＩ基板のハンドルウェーハを、石英、ガラス、サファイア、ＳｉＣ、アルミナ、
窒化アルミのいずれかとすることを特徴とするＳＯＩ基板の表面処理方法。
【請求項２】
前記アニール工程において、前記熱処理を９００℃以上１２５０℃以下の温度で施すこと
を特徴とする請求項１に記載のＳＯＩ基板の表面処理方法。
【請求項３】
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前記アニール工程において、前記不活性ガスを、窒素、アルゴン、ヘリウムのいずれかと
することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のＳＯＩ基板の表面処理方法。
【請求項４】
イオン注入層を形成したシリコンウェーハをドナーウェーハとし、その後前記ドナーウェ
ーハとハンドルウェーハの少なくとも一方の貼り合わせ面にプラズマ活性化処理を行って
から貼り合わせ、しかる後に、３５０℃以下の熱処理で結合強度を増したものとし、その
後、機械的衝撃を前記イオン注入層に加えて前記イオン注入層で剥離することにより半導
体薄膜層を準備する工程と、
前記半導体薄膜層の表面をプラズマを用いたＰＡＣＥ法、又は、ガスクラスターイオンビ
ームを用いたＧＣＩＢ法によって処理する工程と、
アルゴン雰囲気中、又は、水素を４体積％以下含む不活性ガス雰囲気中で熱処理してアニ
ールする工程とを含み、
前記アニール工程において、前記半導体薄膜層の表面の粗さをＲＭＳで０．３ｎｍ（１０
μｍ×１０μｍ範囲）以下となるようにし、
前記ハンドルウェーハを、石英、ガラス、サファイア、ＳｉＣ、アルミナ、窒化アルミの
いずれかとする貼り合わせウェーハの製造方法。
【請求項５】
前記アニール工程において、前記熱処理を９００℃以上１２５０℃以下の温度で施すこと
を特徴とする請求項４に記載の貼り合わせウェーハの製造方法。
【請求項６】
前記アニール工程において、前記不活性ガスを、窒素、アルゴン、ヘリウムのいずれかと
することを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の貼り合わせウェーハの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＯＩ基板の表面処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　寄生容量を低減し、デバイスの高速化を測るためにＳｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　ｉｎｓｕｌ
ａｔｏｒ（ＳＯＩ）ウェーハが広く用いられるようになってきている。近年は、完全空乏
層型のＳＯＩデバイスを作り込むためにＳＯＩ層（シリコン層）が１００ｎｍ以下の薄膜
ＳＯＩの需要が高まっている。これはＳＯＩ層を薄膜化することで、デバイスの高速化が
期待できるためである。この薄膜ＳＯＩウェーハにとって、シリコン層の面内膜厚分布は
極めて重要な要素であり、ｎｍレベルの面内均一性が要求される。
　しかし、現実には高い歩留まりでｎｍレベルの精度を達成することは困難であり、現状
では改善が難しい。
【０００３】
　面内膜厚均一性の高い薄膜ＳＯＩを作りこむ方法として、ＳＯＩ膜のシリコン膜厚を予
め測定し、その膜厚分布にしたがって、補正を掛けつつ薄膜をエッチングして均一な薄膜
シリコン層を作りこむいわゆるペース（Ｐｌａｓｍａ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｅｔｃｈ：ＰＡＣＥ）法やガスクラスターイオンビーム（Ｇａｓ　Ｃｌｕｓｔｅｒ
　Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ：ＧＣＩＢ）法なども提案されている。両者とも数ｍｍ－数ｃｍ径の
プラズマもしくはイオンビームをウェーハ全面に走査させることで、膜厚ばらつきを補正
しつつエッチングができるという技術で均一な薄膜を得る目的には適していると言える。
【０００４】
　しかし、これらの方法には欠点もある。ＳＯＩを含むシリコンウェーハには平滑な表面
が要求される（ＪＩＳ　Ｒ１６８３：２００７に準拠して測定した二乗平均粗さ[ＲＭＳ]
で０．３ｎｍ以下程度）が、ＰＡＣＥやＧＣＩＢ後はこの面粗さよりも粗い表面となって
しまうために、処理後に再研磨が必要となり、この研磨の過程で面内の膜厚均一性が悪化
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してしまう恐れがある。一方、ＰＡＣＥやＧＣＩＢ後の荒れた表面を平滑化する方法とし
て高温水素アニールが提案されており（非特許文献１参照）、１２００℃で６０分の水素
アニールにより平滑な表面が達成されることが示されているが、同時に水素アニールは、
シリコン表面をエッチングすることが知られている（非特許文献２参照）。
　この文献では１１００℃水素雰囲気で６０ｎｍ／ｈ以上の速さでシリコン層のエッチン
グが起こることが示されており、シリコンをｎｍレベルの単位で制御するには適さない方
法と言える。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】山田公著：「クラスターイオンビーム　基礎と応用」第四章
【非特許文献２】Ｈａｂｕｋａ　ｅｔ　ａｌ．，　“Ｈａｚｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
ｏｎ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｈｅａｔｅｄ　ｉｎ　Ａｍｂｉｅｎｔ　ａｔ　
Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ，”Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．
，Ｖｏｌ．１４４，Ｎｏ．９，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９７　ｐｐ．３２６１－３２６
５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、アニール工程における
基板の膜厚の変化を最小限とし、かつ表面の平滑化を達成する方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、第１の側面として、ＳＯＩ基板
の表面処理方法であって、少なくとも、イオン注入層を形成したシリコンウェーハをドナ
ーウェーハとし、その後前記ドナーウェーハとハンドルウェーハの少なくとも一方の貼り
合わせ面にプラズマ活性化処理を行ってから貼り合わせ、しかる後に、３５０℃以下の熱
処理で結合強度を増したものとし、その後、機械的衝撃を前記イオン注入層に加えて前記
イオン注入層で剥離することにより前記ＳＯＩ基板を準備する工程と、前記ＳＯＩ基板の
表面をプラズマを用いたＰＡＣＥ法、又は、ガスクラスターイオンビームを用いたＧＣＩ
Ｂ法によって処理する工程と、前記処理を施したＳＯＩ基板を、アルゴン雰囲気中、又は
、水素を４体積％以下含む不活性ガス雰囲気中で熱処理してアニールする工程とを有し、
前記アニール工程において、前記基板の表面の粗さをＲＭＳで０．３ｎｍ（１０μｍ×１
０μｍ範囲）以下となるようにし、前記ＳＯＩ基板のハンドルウェーハを、石英、ガラス
、サファイア、ＳｉＣ、アルミナ、窒化アルミのいずれかとすることを特徴とするＳＯＩ
基板の表面処理方法を提供する。
　本発明は、第２の側面として、イオン注入層を形成したシリコンウェーハをドナーウェ
ーハとし、その後前記ドナーウェーハとハンドルウェーハの少なくとも一方の貼り合わせ
面にプラズマ活性化処理を行ってから貼り合わせ、しかる後に、３５０℃以下の熱処理で
結合強度を増したものとし、その後、機械的衝撃を前記イオン注入層に加えて前記イオン
注入層で剥離することにより半導体薄膜層を準備する工程と、前記半導体薄膜層の表面を
プラズマを用いたＰＡＣＥ法、又は、ガスクラスターイオンビームを用いたＧＣＩＢ法に
よって処理する工程と、アルゴン雰囲気中、又は、水素を４体積％以下含む不活性ガス雰
囲気中で熱処理してアニールする工程とを含み、前記アニール工程において、前記半導体
薄膜層の表面の粗さをＲＭＳで０．３ｎｍ（１０μｍ×１０μｍ範囲）以下となるように
し、前記ハンドルウェーハを、石英、ガラス、サファイア、ＳｉＣ、アルミナ、窒化アル
ミのいずれかとする貼り合わせウェーハの製造方法を提供する。
 
【０００８】
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　このような工程を含み、ＳＯＩ基板をアルゴン雰囲気中又は水素を４体積％以下含む不
活性ガス雰囲気中で熱処理するアニール工程を行うことで、ＰＡＣＥ法又はＧＣＩＢ法に
より処理した基板の膜厚均一性を保ちつつ、所望の表面粗さまで平滑化できる。
　また、不活性ガス雰囲気中の水素濃度を４体積％以下とすることで、爆発下限以下の水
素濃度となり取扱いが比較的安全となり、かつアニールによるエッチング作用も水素１０
０％の雰囲気中で行うよりも大幅に抑えることができ、基板の膜厚均一性の悪化を最小限
に防ぐことができる。
【０００９】
　この場合、前記アニール工程において、前記熱処理を９００℃以上１２５０℃以下の温
度で施すことが好ましい。
【００１０】
　また、前記アニール工程において、前記不活性ガスを、窒素、アルゴン、ヘリウムのい
ずれかとすることができる。
　本発明において、アニール工程で使用する不活性ガスはこれらの中から適宜選択するこ
とができる。
【００１１】
　また、前記アニール工程において、前記基板の表面の粗さをＲＭＳで０．３ｎｍ（１０
μｍ×１０μｍ範囲）以下となるようにすることができる。
　このように、本発明によれば、ＳＯＩ基板を含むシリコン基板の製造において要求され
る平滑な表面（ＲＭＳで０．３ｎｍ以下程度）を達成できる。
【００１２】
　また、前記ＳＯＩ基板のハンドルウェーハを、シリコンウェーハ、酸化膜付きシリコン
ウェーハ、石英、ガラス、サファイア、ＳｉＣ、アルミナ、窒化アルミのいずれかとする
ことができる。
　本発明の表面処理方法では、ＳＯＩ基板のハンドルウェーハを、作製する半導体デバイ
スの目的に応じてこれらの中から適宜選択することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明のＳＯＩ基板の表面処理方法および貼り合わせウェーハの
製造方法によれば、アルゴン又は水素を４体積％以下含む不活性ガス雰囲気中で熱処理を
施すアニール工程を行うことで、水素１００％の雰囲気中で熱処理を施すアニール工程よ
りも、エッチング作用を抑えることができる。
　このため、ＰＡＣＥ法又はＧＣＩＢ法により処理することによって膜厚均一性を高めた
ＳＯＩ基板の膜厚の変化を抑えながら、表面を所望の表面粗さまで平滑化できる。
　また、不活性ガスに含まれる水素濃度を４体積％以下とすることで、エッチング作用を
抑え、さらに爆発下限以下の水素濃度となり取り扱いが比較的安全となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＰＡＣＥ処理前後及び各雰囲気でのアニール（１１００℃４時間）後の面内膜厚
ばらつき。
【図２】各雰囲気でのアニール（１１００℃４時間）によるシリコンエッチング量。
【図３】各雰囲気でのアニール（１１００℃４時間）後の表面粗さ。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明についてより詳細に説明する。
　前述のように、従来は膜厚均一性の高いＳＯＩ基板、すなわち、ハンドルウェーハの表
面に半導体薄膜層を形成したものを作製するために、ＳｉＧｅｎ法によりＳＯＩ基板を準
備し、さらにそれをＰＡＣＥ法又はＧＣＩＢ法によって処理することによって膜厚均一性
は高くなるが、この処理によって基板表面が粗くなるという問題があった。そのため、こ
れを平滑化する方法としては、再研磨や水素１００％雰囲気中でのアニールといった方法
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もあるが、それにより膜厚均一性を悪化させることとなっていた。
【００１６】
　本発明者らは、このような問題を解決するために検討を行った。
　元来、ＰＡＣＥ法、ＧＣＩＢ法ともに膜厚のばらついたシリコン層を補正しつつエッチ
ングする目的には適している。そこで、ＰＡＣＥ法又はＧＣＩＢ法で処理したＳＯＩ基板
表面を平滑化するために、アルゴン雰囲気中又は水素を４体積％以下含む不活性ガス雰囲
気中で熱処理を施すことでエッチング作用を抑制できるので膜厚をｎｍレベルで制御でき
るため、膜厚の変化を小さくしつつ十分な平滑化をできることを見出した。
　しかも、水素濃度を４体積％以下とすることでエッチング作用を抑えることができ、か
つ水素濃度を爆発下限以下とすることで取扱いが比較的安全になることを見出し、本発明
を完成させた。
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００１８】
　まず、ＳＯＩ基板を準備する（工程ａ）。
　準備するＳＯＩ基板の製造方法は特に限定されるものではない。例えば、多結晶または
単結晶であって、水素イオンを注入したイオン注入層を形成したシリコンウェーハ、また
は、酸化膜表面から水素イオンを注入した酸化膜つきシリコンウェーハ（酸化膜の膜厚：
数ｎｍ～５００ｎｍ程度）をドナーウェーハとし、その後ハンドルウェーハの貼り合わせ
面にプラズマ活性化処理を行ってから貼り合わせ、しかる後に、３５０℃以下の熱処理で
結合強度を増し、その後、機械的衝撃をイオン注入層に加えてイオン注入層で剥離するこ
とによりＳＯＩ基板を製造することができる。このようなＳＯＩ基板の準備方法によれば
、比較的膜厚が均一なＳＯＩ基板を準備することができるため、ＰＡＣＥ法又はＧＣＩＢ
法による処理工程及びその後のアニール工程を短時間化することができ、しかもより一層
膜厚均一性の高いものができるので、本発明の表面処理方法が有効である。
　ＳＯＩ基板の製造方法は、このようなＳｉＧｅｎ法以外の製造方法を用いてもよく、い
わゆるスマートカット法により製造してもよい。ＳｉＧｅｎ法を用いれば高温熱処理が不
要となるため、異種基板を貼り合わせる場合に好適である。
　このとき、ＳＯＩ基板のハンドルウェーハを、シリコンウェーハ、酸化膜付きシリコン
ウェーハ、石英、ガラス、サファイア、ＳｉＣ、アルミナ、窒化アルミのいずれかとする
ことができる。ハンドルウェーハは、作製する半導体デバイスの目的に応じて、これらの
中から適宜選択するようにすれば良い。もちろん、これ以外の材料を用いてもよい。
　ＳＯＩ層の層厚は、後工程で再研磨をする必要がなく、再研磨のための研磨代等を確保
しなくてよいので、たとえば、５００ｎｍ以下とすることができる。
【００１９】
　次に、準備したＳＯＩ基板の表面をプラズマを用いたＰＡＣＥ法又はガスクラスターイ
オンビームを用いたＧＣＩＢ法によって処理する（工程ｂ）。
　ＰＡＣＥ法は、プラズマガスにより基板の表面を局所的にエッチングしながら基板の厚
さ（ＳＯＩ層の膜厚）を均一化する方法であり、ＳＯＩ層の厚さ分布を光学干渉法や静電
容量法で測定した後、その厚さ分布に応じてプラズマガスによるエッチング除去量を制御
することで、ＳＯＩ層の膜厚均一性を高くすることができる。
　ＧＣＩＢ法は、常温及び常圧で気体状物質の塊状原子集団（ガスクラスター）を形成し
、これに電子を浴びせて生成させたガスクラスターイオンを加速電圧によって加速して基
板表面に照射するものであり、ＰＡＣＥ法と同様に、ＳＯＩ層の厚さ分布を光学干渉法や
静電容量法で測定した後、その厚さ分布に応じてガスクラスターイオンによるエッチング
除去量を制御することで、ＳＯＩ層の膜厚均一性を高くすることができる。
【００２０】
　次に、ＳＯＩ基板をアニール処理する（工程ｃ）。
　このように、ＰＡＣＥ法又はＧＣＩＢ法により表面が粗くなったＳＯＩ基板をアニール
処理することによって、膜厚均一性が高いとともに、ＳＯＩ基板に求められる平滑な表面
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にすることができる。
【００２１】
　この場合、本発明では、アニール工程においてＳＯＩ基板をアルゴン雰囲気中又は水素
４体積％以下含む不活性ガス雰囲気中で熱処理を行う。
　図２に示すように、アルゴン雰囲気中、水素４体積％以下含む不活性ガス（図２のデー
タはアルゴンを使用）雰囲気中、水素１００％の雰囲気中それぞれで、１１００℃で４時
間ＰＡＣＥ処理後のＳＯＩ基板のアニールを行った。このとき、シリコン基板へのエッチ
ング量は水素１００％で行ったものが３３０ｎｍなのに対して、アルゴン雰囲気中で行っ
たものは０．５ｎｍ、水素４体積％以下含む不活性ガス雰囲気中で行ったものは１６ｎｍ
となっていた。したがって、アルゴン雰囲気あるいは水素を４体積％以下含む不活性ガス
雰囲気とすれば、水素１００％雰囲気に比べ格段にエッチング作用を抑制し、ＳＯＩ基板
表面の平滑化においてエッチング作用をｎｍレベルで制御することができ、膜厚の変化を
小さくし膜厚均一性を高く保つことができる。
　また、不活性ガス中の水素濃度を４体積％以下とすることでエッチング作用を抑えるこ
とができると共に、水素が爆発下限以下の濃度となるため、取り扱いが比較的安全となる
。
　このとき、アルゴンガス、または、アルゴン/水素混合ガスの圧力（全圧）としては、
全圧として常圧付近の１０５Ｐａ（１気圧付近）程度が使いやすく望ましい。
【００２２】
　このとき、アニール工程における熱処理を９００℃以上の温度で施すことが好ましい。
９００℃以上でアニール処理することによって、ＳＯＩ基板表面を十分な表面粗さとする
ことができる。また、不活性ガスとしては、窒素、アルゴン、ヘリウムのいずれも用いる
ことができる。これらであれば、シリコンのエッチング作用がほとんどないからである。
　以上のアニール工程を行うことによって、より確実にＳＯＩ基板の表面の粗さをＲＭＳ
で０．３ｎｍ（１０μｍ×１０μｍ）以下とすることができる。このため、本発明のアニ
ール工程によって、膜厚均一性を保ちながらＳＯＩ基板に求められる平滑な表面を達成す
ることができる。
　アニール処理温度の上限としては、石英チューブ等の耐熱温度の観点から、例えば、１
２５０℃とすることができる。石英部材の耐久性を鑑みれば１１５０℃程度が望ましい。
【００２３】
　そして、以上の工程（ａ～ｃ）を経ることによって、膜厚均一性が高く表面が平滑なＳ
ＯＩ基板を製造することができる。
【００２４】
　本発明では、上記のように、工程ｃのアニール工程においてアルゴン雰囲気中又は水素
４体積％以下含む不活性ガス雰囲気中でＳＯＩ基板を熱処理することによって、アニール
によるエッチング作用を抑え、ＳＯＩ基板の膜厚均一性を保ちつつ表面を平滑化できる。
【実施例】
【００２５】
　以下、本発明の実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は
これらに限定されるものではない。
【００２６】
（実施例１）
　以下のように、貼り合わせ法によるＳＯＩ基板の製造方法に従って、ＳＯＩ基板を製造
した。
　まず、ＳＯＩ基板をＳｉＧｅｎ法により準備した（工程ａ）。
　この工程では、水素イオンを、注入条件が注入エネルギーを３５ｋｅＶ、注入線量を９
×１０１６／ｃｍ２、注入深さを０．３μｍで注入したイオン注入層を形成したシリコン
ウェーハをドナーウェーハ、合成石英基板をハンドルウェーハとして準備し、その貼り合
わせ面にプラズマ用ガスとして窒素ガスを使用して、平行平板電極間に高周波パワー５０
Ｗの条件で高周波を印加することでプラズマを発生させ、高周波プラズマ活性化処理を１
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　次に、ドナーウェーハとハンドルウェーハを貼り合わせ３５０℃の熱処理で結合強度を
増し、その後、紙切りバサミの刃により、剥離の起点を形成し機械的衝撃をイオン注入層
に加えてイオン注入層で剥離することによりＳＯＩ基板を準備した。
　以上の工程により得られた、ＳＯＩ基板の面内膜厚ばらつきは５．８０ｎｍであった。
【００２７】
　次に、ＳＯＩ基板をＰＡＣＥ法により処理した（工程ｂ）。
　この工程は、ＳＯＩ基板の厚さ分布を光学干渉法で測定した後、エッチングガスとして
ＳＦ６ガスを使用し、その厚さ分布に応じてエッチングを行った。処理中ＳＦ６ガス流量
は４０ｓｃｃｍ，反応チャンバ内圧力は２６７Ｐａ、高周波電力は１２５Ｗに保った。
　ＰＡＣＥ処理後、ＳＯＩ基板の表面粗さはＲＭＳで３．１０ｎｍであり、面内膜厚ばら
つきは１．４０ｎｍであった。ここで、膜厚均一性の指標である面内膜厚ばらつきは、測
定点を放射状に３６１点設け、平均値からの膜厚変位の二乗和の平方根によって定義され
る値であり、上記膜厚は、光学干渉法または静電容量法により測定される値である。
【００２８】
　次に、ＳＯＩ基板をアニールした（工程ｃ）。
　この工程では、アルゴン１００％の雰囲気中、温度１１００℃で４時間アニールした。
このとき、ＳＯＩ基板の膜厚減少量（エッチング量）０．５ｎｍ，処理後の表面粗さはＲ
ＭＳで０．２６ｎｍ、面内膜厚ばらつき１．６ｎｍであった。
　このように、アルゴン１００％の雰囲気中におけるアニールによるＳＯＩ基板の表面粗
さは、所望の表面粗さであるＲＭＳ０．３ｎｍ以下であった。
【００２９】
　（実施例２）
　実施例１と同様に、ただし、アニール工程（工程ｃ）の雰囲気は水素を４体積％含むア
ルゴンの雰囲気中で行った。このとき、ＳＯＩ基板の膜厚減少量（エッチング量）１６ｎ
ｍ，表面粗さはＲＭＳで０．１９ｎｍ、面内膜厚ばらつき１１．０ｎｍであった。
　このように、水素を４体積％含むアルゴン雰囲気中におけるアニールにおいても、ＳＯ
Ｉ基板の表面粗さはＲＭＳ０．３ｎｍ以下であった。
【００３０】
（比較例）
　実施例１と同様に、ただし、アニール工程（工程ｃ）の雰囲気は水素１００％の雰囲気
中で行った。このとき、ＳＯＩ基板の膜厚減少量（エッチング量）３３０ｎｍ，表面粗さ
はＲＭＳで０．１４ｎｍ、面内膜厚ばらつき２４．５ｎｍであった。
【００３１】
　以上の実施例及び比較例の結果を図１～３に示した。図２に示すように、本発明によれ
ば従来の水素１００％雰囲気中でのアニールに比べ大幅にエッチング作用を抑えることで
き、膜厚減少を抑えて、厚さをｎｍレベルで制御可能である。また、図１に示すようにア
ニールによるＳＯＩ基板の面内膜厚ばらつきを比較的低減することができ、膜厚均一性を
保つことができる。かつ、図３に示すように本発明によってＳＯＩ基板表面の粗さを所望
の表面粗さ（ＲＭＳ０．３ｎｍ以下）にまで平滑化できることが明らかとなった。
【００３２】
　尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
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